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１．概要（Summary） 

自社製 Rθレーザー露光装置によるフォトレジストへの

直接描画で作製した現像パターンをマスクとし、深堀エッ

チング装置を使用してシリコンモールドを作製する。Rθレ

ーザー露光装置は高速且つ一定線速度で制御されるた

め、パターンの解像度に関わらず常に同じ処理時間で大

面積に直接描画が可能だが、その能力で CD サイズΦ

120 mm の大面積パターンを短時間で作製しても静電チ

ャック外のΦ100 mm 以上のエッチングが出来ないとされ、

小面積のモールド製作のみに留まっていた。 

そこで 8 インチシリコンウェハーの敢えてΦ120mm 周辺

にマイクロパターンマスクを作成し、武田先端知ビル

MUC-21 ASE-Pegasus で希望の深堀パターンが作製

出来るか、技術補助を受けて検討を行った。 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速シリコン深掘りエッチング装置 
形状・膜厚・電気評価装置群 

【実験方法】 
 自社で作製したレジストマスク付きウェハーを使い、

Φ120 mm エリアのエッチングを行った。マスク厚は

3 µm、目標深さは 25 µm / 50 µm とした。 
 1 サイクルのエッチング条件を Table 1 に示す。エッ

チングレートは 0.98 µm/cycle とした。 
 

Table 1：Etching condition of 1 cycle 
 Gas Time 

(sec) 
Flow 

(SCCM) 
Press. 

(Pa) 

Power 
(W) 

Etch SF6 5.0 300 4.5 1800 
Depo C4F8 2.0 150 3.5 1800 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 静電チャックエリア外であるΦ120 mm に、垂直且

つ荒れの無い綺麗な深堀パターンが得られた 
 Dektak測定結果を、Fig. 1に深さ２５μｍ、Fig. 2

に深さ５０μｍを示す。 
 

 
 

 
 
 
 

Fig. 1 :Result of 25 µm depth 
 

 
 
 
 
 

 

Fig. 2 :Result of 50 µm depth 
 
４．その他・特記事項（Others） 
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